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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月25日(2019.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の回路と、第２の回路と、を有し、
　前記第１の回路は、電源電圧の供給が行われる状態で、データを保持する機能を有し、
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　前記第２の回路は、電源電圧の供給が行われない状態で、前記データを保持する機能を
有し、
　前記第２の回路は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジス
タと、を有し、
　前記第１のトランジスタおよび前記第２のトランジスタは、チャネル形成領域に酸化物
半導体を有し、
　前記第３のトランジスタは、チャネル形成領域にシリコンを有し、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第１のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのゲートは、前記第２のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続される、半導体装置。
【請求項２】
　第１の回路と、第２の回路と、を有し、
　前記第１の回路は、電源電圧の供給が行われる状態で、データを保持する機能を有し、
　前記第２の回路は、電源電圧の供給が行われない状態で、前記データを保持する機能を
有し、
　前記第２の回路は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジス
タと、を有し、
　前記第１のトランジスタおよび前記第２のトランジスタは、チャネル形成領域に酸化物
半導体を有し、
　前記第１のトランジスタのゲートは、前記データを前記第１の回路から前記第２の回路
に退避させるための第１の制御信号が与えられ、
　前記第３のトランジスタは、チャネル形成領域にシリコンを有し、
　前記第２のトランジスタのゲートは、前記第１のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのゲートは、前記第２のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記データを前記第２の回
路から前記第１の回路に復帰させるための第２の制御信号が与えられる、半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記第２のトランジスタのゲート絶縁膜は、前記第３のトランジスタのゲート絶縁膜よ
り厚い、半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　容量素子を有し、
　前記容量素子の一方の電極は、前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続される
、半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の回路は、ラッチ又はフリップフロップを有する、半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一に記載の半導体装置と、
　リードと、を有する電子部品。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子部品と、
　表示部、スピーカー、マイク、又は操作キーと、を有する電子機器。
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